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1．はじめに 

高電流駆動能力を有するマルチゲート多結晶シリコン(poly-Si)薄膜トランジスタ(TFT)は次世代型 TFT

として非常に魅力的なデバイスである。我々は自己整合プロセスによって形成した自己整合メタルダ

ブルゲート(MeDG)低温(LT) poly-Si TFT を報告してきた 1-4)。これらの TFT は 2 µm以上の大粒径ラテ

ラル結晶を有しており、500 cm
2
/Vs超の見かけ上の移動度と 130-140 mV/dec の S 値という高い性能を

示した。しかし、大粒径ラテラル結晶を有する poly-Si TFT の作製には、連続波レーザラテラル結晶化

(CLC)
5)を必要とする。本稿では、ガラス基板上に簡単で安価に高性能な MeDG LT poly-Si TFT を実現

するため、ゲート絶縁膜に high-k 膜である HfO2を用い、ニッケル(Ni)を利用した金属誘起固相成長

(Ni-SPC)によって poly-Si薄膜を適用した。 
                                                                 Table. 1. Device structure 

2．実験            

本実験で作製した TFT の構造を表 1 に示す。また、それぞれの断

面概略図を図 1 に示す。Poly-Si への結晶化は Ni-SPC を用い、a-Si

の表面に Niを塗布後、580℃8 時間の熱処理によって行った。 

 

Fig. 1. Cross sectional image: (a) HfO2 DG TFT, (b) SiO2 DG TFT and (c) HfO2 TG TFT 

3．結果と考察 

図 2(a)に HfO2を用いた DG TFT[図 1(a)]と SiO2を用いた DG TFT[図 1(b)]の出力特性の比較を示す。

また、図 2(b)に HfO2を用いた DG TFT[図 1(a)]と HfO2を用いた TG TFT[図 1(c)]の出力特性の比較を示

す。図 2(a)は、high-k 膜である HfO2を用い

た DG TFT にすることで SiO2に比べて電流

値が大幅に改善されることを示している。ま

た、図 2(b)より HfO2を用いた DG TFT は TG 

TFT の約 3 倍のオン電流値を示した。この結

果からhigh-k膜を用いたDG構造にすること

でチャネル領域でのゲート制御性が大幅に

向上することが確認された。 
                         Fig. 2. Output : (a) HfO2 DG TFT and SiO2 DG TFT, 

4．まとめ                           (b) HfO2 DG TFT and HfO2 TG TFT 

HfO2を用いた high-k 自己整合 MeDG Ni-SPC LT poly-Si TFTをガラス基板上に作製した。本 TFT

は、絶縁膜として SiO2のみを用いた自己整合 MeDG Ni-SPC LT poly-Si TFT や HfO2を用いた TG 

Ni-SPC LT poly-Si TFTよりも高い性能を示し、優れたオン電流値が得られた。 
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